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Графен и его производные
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Слабые молекулярные силы между атомными слоями позволяют изготавливать структуры с
произвольным  углом  θ  их  вращения  один  относительно  другого,  обеспечивая  контроль  над
электронным  поведением  таких  материалов  [1,2],  причем  каждый  слой  сохраняет  свои
внутренние  свойства  с  минимальным  их  взаимодействием.  Именно  оно  имеет  решающее
значение  для  определения  их  характеристик,  что  сформировало  направление  «твистроника».
Прецизионное  регулирование  угла  свертки  изменяет  межслойную  связь  за  счет
перераспределения и переноса заряда, что приводит к гибридизации зон электронного спектра.
В  таких  муаровых  структурах  привлекают  внимание  необычные  эффекты  локализованных
состояний  и  модуляции  зонных  структур,  появление  нетрадиционной  сверхпроводимости  и
топологических проводящих каналов в сильно коррелированных режимах [3,4]. В докладе будут
рассмотрены последние достижения в твистронике:
Муары из двух графенов – их сравнение с АА и АВ несвернутыми биграфенами (малые 1-3° углы1.
– большие сверхрешетки), особенности их структуры и электронных спектров, наличие псевдо-
плоских минизон. Сильные корреляционные эффекты позволяют разрабатывать переключатели
и транзисторы с управляемой проводимостью.
Муары свернутых  графенов  при  больших  углах  10°<θ<30°  [5]  –  уменьшение  периода  муара  с2.
увеличением  плотности  суперячеек,  квазикристаллы  при  θ=30°  –  структуры  и  основные
свойства  (гиганские  скачки  мозаики  квазикристалла  [6]  и  др.).  Атомная  адсорбция  на
биграфенах позволяет создавать муаровые полупроводниковые псевдо-диаманы, что важно для
пьезоэлектрических и электронных устройств [7,8].  
Твистроника  на  двуатомных  решетках:  BN  и  BN/G,  MoS2/G  и  TMD,  сегнетоэлектрики  с3.
уникальными  свойствами  [9-11],  новые  приложения  для  наноэлектроники,  например,
запоминающие  устройства  и  оптоэлектронные  логические  элементы  с  использованием
ферроэлектрических полевых транзисторов Ван-дер-Ваальса [12]. 

Отметим  новые  твистовые  структуры  из  нанолент,  квантовых  точек,  а  также  их
графеноподобных  2D-материалов  (силицен,  германен  и  др.)  и  область  оптоэлектронных,
экситонных и магнитных эффектов в муаровых структурах и их применений.
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